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1 はじめに

微量ガスの検出をする、中赤外光（2-20µm）

で機能する光集積回路の実現に向けて、広範囲

に透明である Geが有望視されており [1]、特に

Si 基板上への Ge のエピタキシャル成長による

できる Ge-on-Si (GOS)構造が従来の CMOS製

造プロセスを利用できる点などで非常に望まし

い。本研究では、GOS上にグレーティングカプ

ラ（GC）及び導波路を作製し、本デバイスと光

ファイバ間の結合効率の評価を行った。

2 実験方法

GOS構造の成長は、固体ソースMBEを用い

た。成長方法は 2段階成長法を採り、Si(100)基

板上に成長温度 350◦C にて 30nm の LT-Ge 層

を成長した後、成長温度 600◦C にて 420nm の

HT-Ge の成長を行った。成長した Ge 層に電子

線描画とドライエッチングにより GC 及び導波

路の作製を行った。最後に、DFB レーザダイ

オード（ピーク波長 3.27µm）からフッ化物ファ

イバに光を入射し、ファイバからの光を作製し

たデバイスに入射し、デバイスから出てきた光

をファイバに入射した後に、InSb光導電素子で

光検出し、結合効率を測定した。

3 実験結果

図 1 に作製した GC 及び導波路の SEM 画像

を示す。画像の GC はエッチング周期 0.94µm，

デューティ比 0.5，エッチング深さ 150nm，幅は

20µm，導波路幅は 2µm である。図 2 に、ファ

イバ-導波路間の結合効率の測定結果及び FDTD

シミュレーション結果を示す。結合効率のエッ

チング周期依存性が見られ、グレーティング

周期が 0.98µm で、最大効率 2.65%（結合損失

−15.8dB）が得られた。実験結果とシミュレー

ション結果の違いは、ファイバ内で TE モード

が保持されていないなどが考えられる。
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図 1: 作製した GC及び導波路の SEM画像

図 2: ファイバ-導波路間の結合効率の測定結果
及び FDTDシミュレーション結果
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